GS 121

Verwendung: Langsamer Germanium-pnp-
Schalttransistor mit hoher Basis-Emitter-
Spannungsfestigkeit, geeignet fiir den Ein-
satz in Rechenmaschinen

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811
Masse ~ 0,8 g

Zuldssige Hochstwerte

fiir #a = 45°C
-UcBo = 30V ;I\c = 100 mA?)
-UeBo = 10V | -ilc = 150mA
-Ucer = 20VY) IE = 100 mA
beiRBe= 1k&2 ¥ = 80°C
R ' s R < 380 30
Ya = 65 C_) Wirmewiderstand grd
Kennwerte fiir #a == 25°C -5 grd Rithi = 50 W
i Min Typ ’ Max ' MeBbedingungen
Reststrome
-lcso | | 15 A -UcB = 15 V und #a = 25°C
-icBo f! 80 uA*)| -UcB = 15 V und 45 = 45°C
-lcBo 1 800 pA%) | -UcB = 15 V und ¥4 = 75°C
| ; |
Restspannung
-Uckrest | | 05V | -lc =100 mA, -Ucs = 0
Rauschmai3
F | [25dB | -Uce=1V, -lc=1mA, f=1 kHz
! | A41=1 kHz, Rg =500 Q
Gleichstromverstdrkung
B 29 55 -Uce = 0,5 V, -lc = 100 mA B
B 45 88 G
B 72 139 D
Schaltzeitkonstante bei Stromsteuerung
£ s | 110 us®) | -Uce = 0,5 V, -Ic = 100 mA

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstéarkungsgruppe B

Transistor GS 121 B



Bemerkungen:

n
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g
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Beim Umschalten des Transistors aus
dem , Ein"-Zustand (max. Verlustleistung
f|\C — 150 mA) in den Sperrzustand
(-Ucer = 20 V, RBE = 1 kOhm) darf
die Widerstandsgerade zwischen beiden
Schaltzusténden nicht die Sperrkennlinie
des Transistors im negativen Wider-

standsbereich schneiden.

Maximal zuléssige Integrationszeit (TGL
200-8161, Blatt 2, Abschnitt 6.2.) tiav
= 20 ms.

Maximale Lagerungstemperatur und
maximale Umgebungstemperatur im Be-
triebsfall unter Beriicksichtigung der zu-
lassigen Verlustleistung.

Mindestens 95 %/, aller Bauelemente lie-
gen unterhalb des angegebenen Grenz-
wertes.

Fiir Transistoren der Stromverstdrkungs-
gruppe B befinden sich 70 %, der Bau-
elemente im Intervall 1, = 4-8 us.

Eine entsprechende Sortierung und
Kennzeichnung der Transistoren st
moéglich und muB in Liefervertragen
vereinbart werden.

Kollektor-Reststrom als Funktion der Kollek-
torspannung

-lceo = f (-Ucs; Pa)
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~ Kollektor-Reststrom als Funktion der Sper:-

schichttemperatur
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Kollektor-Reststrom Emitter-Reststrom Kollektor-Reststrom

als Funktion als Funktion als Funktion
der Sperrschichttemperatur der Sperrschichttemperatur der Sperrschichttemperatur
-lcro = f (%) -feeo = f (&%) -Icer = T (&%)
-Uce =6V -Ues = 10 V ' -Ucer=20V, RBe = 1 kQ2
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Kollektor-Restspannung als Funktion des Kollektorstromes
-Uckrest = f (-Ic, 9c)
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Kollektor-Sattigungs-Spannung als Funktion der Sperrschichttemperatur

-Ucesat = f (95; -lc)
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Stromverstdarkung (normiert) als Funktion
des Kollektorstromes

BN = f (-Ic, 193)
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Kollektor-Emitter-Spannung in Abhtingig-
keit vom BasisabschluBwiderstand
-Ucer = t (RBE)
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